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 データシート 

μPG2214TB  
ガリウムひ素 集積回路（GaAs Integrated Circuit） 

L, S 帯移動体通信用 SPDT スイッチ 

 
μPG2214TBは L, S帯移動体通信用 SPDT型スイッチとして開発した GaAs MMICです。 

本 ICはコントロール電圧 1.8～5.3 Vでの 2コントロール・スイッチング動作が可能です。0.05～3.0 GHzの広帯域で

の低挿入損失特性，高アイソレーション特性を有しています。 

パッケージは高密度・面実装が可能な 6ピン小型ミニモールドを採用しています。 

 
特  徴 
○コントロール電圧 ：Vcont (H) = 1.8～5.3 V（3.0 V TYP.） 

 ：Vcont (L) = －0.2～＋0.2 V（0 V TYP.） 

○低挿入損失 ：Lins1 = 0.25 dB TYP. @ f = 0.05～0.5 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V 

 ：Lins2 = 0.25 dB TYP. @ f = 0.5～1.0 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V 

 ：Lins3 = 0.30 dB TYP. @ f = 1.0～2.0 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V 

 ：Lins4 = 0.35 dB TYP. @ f = 2.0～2.5 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V 

 ：Lins5 = 0.35 dB TYP. @ f = 2.5～3.0 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V 

○高アイソレーション ：ISL1 = 32 dB TYP. @ f = 0.05～0.5 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V 

 ：ISL2 = 28 dB TYP. @ f = 0.5～1.0 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V 

 ：ISL3 = 27 dB TYP. @ f = 1.0～2.0 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V 

 ：ISL4 = 26 dB TYP. @ f = 2.0～2.5 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V 

 ：ISL5 = 24 dB TYP. @ f = 2.5～3.0 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V 

○ハンドリング・パワー ：Pin (1 dB) = ＋27.0 dBm TYP. @ f = 0.5～3.0 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V 

 ：Pin (1 dB) = ＋20.0 dBm TYP. @ f = 0.5～3.0 GHz, Vcont (H) = 1.8 V, Vcont (L) = 0 V 

○高密度・面実装が可能 ：6ピン小型ミニモールド・パッケージ（2.0 × 1.25 × 0.9 mm） 

 
用  途 
○携帯電話端末，BluetoothTM，W-LANなどの信号切り替えスイッチ 

 
オーダ情報 

 
オーダ名称 パッケージ 捺 印 包装形態 

μPG2214TB-E4 6ピン小型ミニモールド（2012） 

（鉛フリー） 

G4J ・8 mm幅エンボス式テーピング 

・4, 5, 6ピン側が送り丸穴 

・3 k個／リール 

備考 評価用サンプルのオーダについては，販売員にお問い合わせください。 

サンプル名称：μPG2214TB 
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本文欄外の★印は，本版で改訂された主な箇所を示しています。 

この"★"をPDF上でコピーして「検索する文字列」に指定することによって，改版箇所を容易に検索できます。 

注意　本製品は静電気の影響を受けやすいので，取り扱いに注意してください。� 
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端子接続図および内部ブロック図 
 

端子番号 端子名称 

1 OUTPUT1 

2 GND 

3 OUTPUT2 

4 Vcont2 

5 INPUT 
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真理値表 
 

Vcont1 Vcont2 INPUT－OUTPUT1 INPUT－OUTPUT2 

Low High ON OFF 

High Low OFF ON 

 

絶対最大定格（特に指定のないかぎり TA = ＋25°C） 
 

項  目 略 号 定  格 単 位

スイッチ・コントロール電圧 Vcont ＋6.0 注 V 

入力電力 Pin ＋30 dBm 

動作周囲温度 TA －45～＋85 °C 

保存温度 Tstg －55～＋150 °C 
 
注 ⎪Vcont1－Vcont2⎪ ≤ 6.0 V 

 

推奨動作範囲（特に指定のないかぎり TA = ＋25°C） 
 

項  目 略 号 MIN. TYP. MAX. 単 位

スイッチ・コントロール電圧（H） Vcont (H) 1.8 3.0 5.3 V 

スイッチ・コントロール電圧（L） Vcont (L) －0.2 0 0.2 V 
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電気的特性 
（特に指定のないかぎり TA = ＋25°C, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V, DCカット・コンデンサ = 100 pF） 

 
項  目 略 号 条  件 MIN. TYP. MAX. 単 位

挿入損失 1 Lins1 f = 0.05～0.5 GHz 注 1 － 0.25 0.45 dB 

挿入損失 2 Lins2 f = 0.5～1.0 GHz － 0.25 0.45 dB 

挿入損失 3 Lins3 f = 1.0～2.0 GHz － 0.30 0.50 dB 

挿入損失 4 Lins4 f = 2.0～2.5 GHz － 0.35 0.55 dB 

挿入損失 5 Lins5 f = 2.5～3.0 GHz － 0.35 0.60 dB 

アイソレーション 1 ISL1 f = 0.05～0.5 GHz 注 1 29 32 － dB 

アイソレーション 2 ISL2 f = 0.5～1.0 GHz 25 28 － dB 

アイソレーション 3 ISL3 f = 1.0～2.0 GHz 24 27 － dB 

アイソレーション 4 ISL4 f = 2.0～2.5 GHz 23 26 － dB 

アイソレーション 5 ISL5 f = 2.5～3.0 GHz 21 24 － dB 

入力側リターン・ロス 1 RLin1 f = 0.05～0.5 GHz 注 1 15 20 － dB 

入力側リターン・ロス 2 RLin2 f = 0.5～3.0 GHz 15 20 － dB 

出力側リターン・ロス 1 RLout1 f = 0.05～0.5 GHz 注 1 15 20 － dB 

出力側リターン・ロス 2 RLout2 f = 0.5～3.0 GHz 15 20 － dB 

0.1 dBロス圧縮時入力電力 注 2 Pin (0.1 dB) f = 2.0/2.5 GHz ＋21.0 ＋23.0 － dBm 

  f = 0.5～3.0 GHz － ＋23.0 － dBm 

1 dBロス圧縮時入力電力 注 3 Pin (1 dB) f = 0.5～3.0 GHz － ＋27.0 － dBm 

2次高調波 2f0 f = 2.0 GHz, Pin = ＋15 dBm － －55 －47 dBc 

  f = 2.5 GHz, Pin = ＋15 dBm － －55 －47 dBc 

3次高調波 3f0 f = 2.0 GHz, Pin = ＋15 dBm － －55 －47 dBc 

  f = 2.5 GHz, Pin = ＋15 dBm － －55 －47 dBc 

入力 3次インターセプト・ポイント IIP3 f = 0.5～3.0 GHz, 2 tone,  
Pin = ＋16 dBm, 5 MHz spicing 

－ ＋58 － dBm 

スイッチ・コントロール電流 Icont  － 4 20 μA 

スイッチ・コントロール速度 tsw 50% CTL～90/10% RF － 20 200 ns 
 
注 1. 0.05～0.5 GHz時は DCカット・コンデンサ = 1 000 pF 

 2. リニア領域での挿入損失が 0.1 dB増えるときの ICへの入力電力を表す。 

 3. リニア領域での挿入損失が 1 dB増えるときの ICへの入力電力を表す。 
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電気的特性 
（特に指定のないかぎり TA = ＋25°C, Vcont (H) = 1.8 V, Vcont (L) = 0 V, DCカット・コンデンサ = 100 pF） 

 
項  目 略 号 条  件 MIN. TYP. MAX. 単 位

挿入損失 6 Lins6 f = 0.05～0.5 GHz 注 1 － 0.25 0.50 dB 

挿入損失 7 Lins7 f = 0.5～1.0 GHz － 0.25 0.50 dB 

挿入損失 8 Lins8 f = 1.0～2.0 GHz － 0.30 0.55 dB 

挿入損失 9 Lins9 f = 2.0～2.5 GHz － 0.35 0.60 dB 

挿入損失 10 Lins10 f = 2.5～3.0 GHz － 0.35 0.65 dB 

アイソレーション 6 ISL6 f = 0.05～0.5 GHz 注 1 27 30 － dB 

アイソレーション 7 ISL7 f = 0.5～2.0 GHz 23 27 － dB 

アイソレーション 8 ISL8 f = 2.0～2.5 GHz 21 25 － dB 

アイソレーション 9 ISL9 f = 2.5～3.0 GHz 20 24 － dB 

入力側リターン・ロス 3 RLin3 f = 0.05～3.0 GHz 注 1 15 20 － dB 

出力側リターン・ロス 3 RLout3 f = 0.05～3.0 GHz 注 1 15 20 － dB 

0.1 dBロス圧縮時入力電力 注 2 Pin (0.1 dB) f = 2.0/2.5 GHz ＋14.0 ＋17.0 － dBm 

  f = 0.5～3.0 GHz － ＋17.0 － dBm 

1 dBロス圧縮時入力電力 注 3 Pin (1 dB) f = 0.5～3.0 GHz － ＋20.0 － dBm 

スイッチ・コントロール電流 Icont  － 4 20 μA 

スイッチ・コントロール速度 tsw 50% CTL～90/10% RF － 20 200 ns 
 
注 1. 0.05～0.5 GHz時は DCカット・コンデンサ = 1 000 pF 

 2. リニア領域での挿入損失が 0.1 dB増えるときの ICへの入力電力を表す。 

 3. リニア領域での挿入損失が 1 dB増えるときの ICへの入力電力を表す。 

 

注意 本 ICをご使用する際には，入出力端子に DCカップリング・コンデンサが外付け部品として必要です。 

DCカップリング・コンデンサの容量値は，0.5 GHz 以上の周波数でご使用の場合 100 pF以下，0.5 GHz以下の

周波数でご使用の場合は 1 000 pFを推奨します。 

 ご使用になる周波数や帯域により最適値が変わりますので，ご使用条件に合わせて最適な容量値を選択してくだ

さい。 
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評価回路図 

 
OUTPUT2 OUTPUT1

C0 注�C0

654

123

Vcont2 Vcont1INPUT

C0
1 000 pF1 000 pF

 
 
注 C0 : 0.05～0.5 GHz  1 000 pF 

 : 0.5～3.0 GHz  100 pF 

 

本資料に掲載の応用回路および回路定数は，例示的に示したものであり，量産設計を対象とするもので

はありません。 
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測定回路のプリント基板実装例 

 

C3

C5

C1
C2

C4

G
4J

6pin SMM SPDT SW

Vc2

Vc1

IN

OUT 2

OUT 1

C1
C1

C1

C2

C2

Vcont2

OUTPUT2

INPUT

OUTPUT1

Vcont1  

 

当社評価基板使用時 
 
外付け部品 値 

C1, C2, C3 100 pF 

C4, C5 1 000 pF 

 

★ 



μPG2214TB  章題 

R09DS0050JJ0400  Rev.4.00  Page 7 of 12 
2012.09.10  

特性曲線（特に指定のないかぎり TA = ＋25°C, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V，DCカット・コンデンサ= 100 
pF，参考値） 
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備考 グラフ中の値は参考値を示します。 

 

注意 挿入損失の特性値は当社評価基板ロスを含んだ値です。 
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備考 グラフ中の値は参考値を示します。 

★ 
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備考 グラフ中の値は参考値を示します。 
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外 形 図 
 

6ピン小型ミニモールド（単位：mm） 
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半田付け推奨条件 
この製品の半田付け実装は，次の推奨条件で実施してください。 

なお，推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については，当社販売員にご相談ください。 
 

半田付け方式 半田付け条件 推奨条件記号 

赤外線リフロ ・最高温度（パッケージ表面温度） ：260°C以下 
・最高温度の時間 ：10秒以内 
・温度 220°C以上の時間 ：60秒以内 
・プリヒート温度 120～180°Cの時間 ：120±30秒 
・最多リフロ回数 ：3回 
・ロジン系フラックスの塩素含有量（質量百分率） ：0.2%（Wt.）以下 

IR260 

VPS ・最高温度（パッケージ表面温度） ：215°C以下 
・温度 200°C以上の時間 ：25～40秒 
・プリヒート温度 120～150°Cの時間 ：30～60秒 
・最多リフロ回数 ：3回 
・ロジン系フラックスの塩素含有量（質量百分率） ：0.2%（Wt.）以下 

VP215 

ウェーブ・ソルダリング ・最高温度（溶融半田温度） ：260°C以下 
・フロー時間 ：10秒以内 
・プリヒート温度（パッケージ表面温度） ：120°C以下 
・フロー回数 ：1回 
・ロジン系フラックスの塩素含有量（質量百分率） ：0.2%（Wt.）以下 

WS260 

端子部分加熱 ・最高温度（端子部温度） ：350°C以下 
・時間（デバイスの一辺あたり） ：3秒以内 
・ロジン系フラックスの塩素含有量（質量百分率） ：0.2%（Wt.）以下 

HS350 

 

注意 半田付け方式の併用はお避けください（ただし，端子部分加熱は除く）。 
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 注意 GaAs製品 
この製品には，ガリウムひ素（GaAs）を使用しています。 
GaAsの粉末や蒸気は有害ですから，次の点にご注意ください。 
・廃棄する際には，次のような廃棄処理をすることを推奨します。 
  1. 「ひ素含有物等の産業廃棄物の収集，運搬，処理の資格」を持つ処理業者に委託する。 
  2. 一般産業廃棄物および家庭用廃棄物とは区別し，「特別管理産業廃棄物」として， 
    最終処分まで管理する。 
・焼却，破壊，切断，粉砕や化学的な分解を行わないでください。 
・対象デバイスをなめたり，口に入れたりしないでください。 

 



章題 

すべての商標および登録商標は，それぞれの所有者に帰属します。 

 C - 1 

改版履歴 μPG2214TB  データシート 

 

改訂内容 
Rev. 発行日 ページ ポイント 
1.00 2004.03.10 – 初版発行 
2.00 2004.04.12 p.3～4 電気的特性 変更 
3.00 2004.10.20 p.1 オーダ情報 変更 

  p.7～9 特性曲線 追加 
4.00 2012.09.10 p.1 オーダ情報 変更 

  p.6 測定回路のプリント基板実装例 変更 
  p.8 特性曲線 変更 
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